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4.引脚定义

表1：JZCR04引脚描述

5.应用电路

管脚号 管脚名称 I/O 管脚功能描述

1 RFIN I 射频信号输入管脚，外接匹配网络

2 GND I 地

3 VDD I 3.0-5.5V 电源输入

4 SHUT I 关断模式：接电源；工作模式：接地

5 DOUT O 接收数据输出

6 CTH I 用作接收数据滤波，外接滤波电容

7 CAGC I 自动增益控制管脚，外接滤波电容

8 XOSC I 晶体振荡器输入管脚，外接晶体

�, �= �& �5 �� �� �� �=�2

�- �= �& �5 �� ��

��



晶哲科技有限公司 JZCR04

网址：www.wxjzkj.com 电话：0510-88278755 超外差接收芯片

版本 V1.1 第 4 页 共 7 页

表2：JZCR04 应用电路Bom

备注：

交流(AC)供电,C4 = 4.7uF

直流(DC)供电,C4 = 1uF

6.电气特性
VDD = 5 V， TOP = 25 °C， FRF = 433.92 MHz，灵敏度是通过接收一个 PN9 序列及匹配至 50Ω 阻抗下， 0.1％

BER 的标准下测得。 除非另行声明，所有结果都是在评估板上测试得到。

6.1 推荐运行条件

符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位

VDD 电源电压 -40℃到+85℃ 3.0 5 5.5 V

TA 工作温度 -40 +85 ℃

θ 电源电压斜率 1 mV/μs

6.2 绝对最大额定值

符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位

VDD 电源电压[1] -0.3 5.5 V

VIN 接口电压 -0.3 VDD+ 0.3 V

TJ 结温 -40 125 ℃

TSTG 储藏温度 -50 150 ℃

TSDR 焊接温度 持续至少 30 秒 255 ℃

VHBM ESD 等级
[2]

人体模型（HBM） -2 2 kV

栓锁电流 @85℃ -100 100 mA@栀
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6.3 接收器规格

备注:

[1].接收器启动时间受 CAGC 电容值影响较大；启动时间还会受接收信号强度的影响，信号强度越小，启动时间越长。

—在交流电转直流的供电系统中，如果应用系统允许芯片启动时间参数长一些，那么选用更大容值的 CAGC，如 4.7 uF

是合适的，这时当接收信号强度在接近灵敏度附近时芯片启动时间在 70 ms 上下。

—在电池供电的应用场合，CAGC 选 1 uF 是合适的，这时当接收信号强度在接近灵敏度附近时芯片启动时间在 8 ms

上下。当需要更快的启动时间时，用户可以根据系统需要选择一个略小一点的合适 CAGC 值。

6.4 晶体振荡器规格

参数 符号 条件 最小 典型 最大 单位

晶体频率
FXTAL315 FRF = 315 MHz 9.81563 MHz

FXTAL433.92 FRF =433.92 MHz 13.52127 MHz

晶体频率精度
[1]

±20 ppm

负载电容
[2] CLOAD 15 pF

晶体等效电阻 Rm 60 Ω
晶体启动时间

[3]
TXTAL 400 µs

备注:

[1] 该值包括：(1)初始误差；(2)晶体负载；(3) 老化；和(4) 随温度的改变。可接受的晶体频率误差受

限于接收机的带宽和与之搭配的发射器之间射频频率偏差。

[2] 由于晶体封装不同导致寄生电容存在差异，推荐根据所用封装选用不同负载电容值的晶体

[3] 该参数很大程度上依赖于晶体特性。
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7.功能概述

JZCR04 是一款数模混合设计的一体化接收机。该芯片采用 LNA + Mixer + IF-Filter +Limiter

+ PLL 的低中频接收架构。 需要外接 CAGC 和 CTH 两个电容以辅助实现自动增益控制环路的稳定以

及接收数据滤波功能。

7.1 晶体频率及射频频点

JZCR04 采用单端晶体振荡电路，晶体振荡所需的负载电容集成于芯片内。推荐使用精度在为±

20 ppm，等效电阻小于 60 Ω，负载电容为 15 pF 的晶体。 所需注意的是，由于不同封装规格的晶

体存在着寄生电容差异，请用户选用晶体时注意评估，避免由于晶体震荡频率偏离目标值过大而引起

接收机性能降低。

JZCR04 工作在 300 – 480 MHz 免费频段内的任何频点， 射频频点的改变可通过选用对应频率

的晶体来实现。当该器件工作在 433.92 MHz 时，所需晶体频率为 13.52127 MHz。射频工作频率 FRF

与所用晶体频率 FXTAL 之间的对应关系为：

FXTAL =（13.52127/433.92）*FRF

例如， 当用户希望 JZCR04 工作在 315 MHz 时，所需晶体频率为 9.81563 MHz。

7.2 接收机中频带宽

当 JZCR04 工作在 433.92 MHz 时，中频带宽为 510 kHz。中频带宽会根据选用的晶体频率自动

做同比例调整。中频带宽 BWRF 与射频频点之间的对应关系是：

BWRF = 1.175332e
3

∗ FRF

比如，当 JZCR04 工作在 315 MHz， 中频带宽变成了 370 kHz。

7.3 CAGC 和 CTH 选择注意事项

CAGC 管脚为接收链路自动增益控制端口，外接滤波电容。CAGC 取值会影响芯片启动时间，取

值越大则启动时间越长。在交流转直流的应用场合，建议选择大一点的电容值。直流供电应用场合下，

CAGC 可以选择 1 uF 或者略小一点。

JZCR04 的 CTH 管脚总是需要外接数据滤波电容。选用表 2 中所示的参考值即可。
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8.封装外形
JZCR04 所用的 SOP8 封装信息如下所示:

符号
尺寸（mm)

最小值 典型值 最大值

A - 10 1.75

A1 0.10 3 0.225

A2 1.30 100 1.50

A3 0.60 100 0.70

b 0.39 470 0.48

c 0.21 36 0.26

D 4.70 36 5.10

E 5.80 6.20

E1 3.70 4.10

e 1.27 BSC

h 0.25 0.50

L 0.50 0.80

L1 1.05 BSC

θ 0 - 8°


